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Mikrofalowy ttumik duzych mocy impulsowych,
zwtaszcza do przetacznikéw nadawanie-odbior

Przedmiotem wynalazku jest mikrofalowy ttumik duZzych mocy impulsowych, stosowany zwtaszcza
w uktadach przetacznikéw nadawanie-odbidr urzadzen radiolokacyjnych.

Znane mikrofalowe ttumiki mocy impulsowych, pobieranych prowadnicami falowodowymi, stanowig pola-
ryzowane diody pétprzewodnikowe (przewaznie diody PIN) wtaczone w réznego rodzaju struktury filtréw.
Diodowe ttumiki reakcyjne wykorzystywane sa do budowy przetacznikéw nadawanie-odbiér, w ktérych pracujg
w dwéch stanach: przepustowym i zaporowym. W stanie zaporowym na wejscie ttumika jest przyktadana duza
moc mikrofalowa, ktéra jest odbijana, a nieznaczna jej cze$¢ wydziela sie w ztaczach diod p6tprzewodnikowych
w postaci ciepta. Wytrzymato$é mocowa diodowych ttumikéw wyznaczaja wiasnosci elektryczne i termiczne
ztacza i jego obudowy, sposdb wiaczenia ztacza w uktad elektryczny i cieplny ttumikéw oraz wytrzymatosé
mocowa prowadnic falowych.

Znany jest z opisu patentowego nr 110 010 p6tprzewodnikowy pasmowy przetacznik nadawanie-odbiér,
w ktérym diody pétprzewodnikowe sq wtaczone w rezonatory filtru pasmowego, rozmieszczone wzdtuz linii
transmisyjnej. Pierwszy czton rezonansowy filtru jest sprzegniety z odcinkiem prowadnicy falowej za pomocg
sondy pojemnosciowej o dfugosci okoto 1/4 dtugosci fali dia sSrodkowej czestotliwosci pasma pracy. W cztonach
rezonansowych, w ktérych diody sg polaryzowane napieciem zewngtrznym, s3 wtaczone szeregowo z tymi dio-
dami filtry dolnoprzepustowe. Znane s3 réwniez tfumiki duzych mocy, w ktérych diody PIN s3 umieszczone
w rezanatorach wykonanych w petnym przekroju falowodu i sprzeganych polem elektromagnetycznym.

W mikrofalowym ttumiku duzych mocy wedfug wynalazku, zbudowanym z odcinka falowodu sprzegnigte-
go z filtrem pasmowym, w ktdrego rezonatory s3 wiaczone diody p6tprzewodnikowe, ma pierwszy rezonator
filtru pasmowego wbudowany w miejscu potaczenia falowodu wejsciowego z falowodem nadkrytycznym,
bedacym jednoczesnie ptaszczem zewngtrznym rezonatoréw filtru pasmowego, sprzegnietych ze sobg. Ttumik
wedtug wynalazku posiada filtr polaryzacji diod potprzewodnikowych, w ktérego strukture s wiaczone rezysto-
ry miedzy konstrukcyjne pojemnosci, pomiedzy ktérymi jest umieszczony uktad szeregowego detektora autopo-
laryzacji. .

Mikrofalowy ttumik duzych mocy wedfug wynalazku jako sekcja p6tprzewodnikowego przetacznika nada-
wanie-odbidér cechuje sie tatwoscia zastosowania go w uktadach przetacznika cyrkulatorowego, przetacznika
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rozgatezionego i przetacznika zréwnowazonego. Duze rozmiary rezonatoréw pozwalnjg uzyskac niskie straty dla
odbioru oraz dla sprzegnietego z tym tfumikiem filtru preselektora. Duze wymiary pozwalajg réwniez na tatwiej-
sze rozwigzanie probleméw odprowadzania ciepta z diod ttumika. Tfumik wedtug wynalazku moze byé wyko-
rzystany jako ogranicznik pasywny. Rozwigzanie konstrukcyjne ttumika pozwala na jego integracje z wejsciowy-
mi stopniami odbiornikéw dla pasm L i S.

Wynalazek w przyktadzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, ktérego fig. 1, przedstawia widok
og6lny ttumika, fig. 2, przedstawia ttumik z rezonatorami sprzegnietymi z falowodem za pomocg transformato-
réw grzbietowych, a fig. 4 przedstawia filtr polaryzacji z detektorem dla autopolaryzacji.

Mikrofalowy ttumik wedtug wynalazku sktada sie z odcinka falowodu F, w ktérym za pomocg $cianek
metalowych M, z ktérych dwie tworza falow6d nadkrytyczny, wykonano zwarcie falowodu oraz z filtru pasmo-
yego z rezonatorami RZ i diodami pétprzewodnikowymi DP, umieszczonego w falowodzie nadkrytycznym.
Pierwszy rezonator filtru jest wbudowany w miejscu potaczenia falowodu wejsciowego z falowodem nadkrytycz-
nym ograniczonym sciankami Mg, bedacymi jednoczes$nie ptaszczem zewngtrznym rezonatordw filtru pasmowe-
go, sprzezonych magnetycznie zesoba. Zewnetrzny rezonator wyjéciowy jest sprzegniety magnetycznie z wyjé-
ciowa prowadnica falowq z rodzajem TEM, zakoriczong gniazdem wspétosiowym typu N. W wykonaniu ttumika
przedstawionym na fig. 2 rysunku, kraricowe rezonatory filtru sa sprzeZone obustronnie z prowadnicg falowodo-
wq z rodzajem podstawowym. W niektérych zastosowaniach wyjsciowy rezonator filtru sprzega si¢ z filtrem

" preselektorem, ktérego pasmo jest znacznie wezsze od pasma przenoszenia filtru ttumika. Na fig. 3 rysunku
pokazano ttumik, zbudowany w odcinku falowodu prostokatiego w obszarze o dtugosci |, , w postaci falowodu
grzbietowego o szerokosci grzbietu a, zwartego dwustronnie $ciankami Mo, tworzacymi falowéd nadkrytyczny,
w ktérym jest wbudowany filtr ttumika. Rezonatory filtru ttumika RZ sg sprzegnigte ¢wieréfalowym inwerto-
rem, w postaci odcinka linii TEM. Pojemnosciowe kotki strojace K stuza do nastawiania czestotliwosci rezonan-
sowej rezonatora, gdy jego diody sq spolaryzowane napigciowo.

Na fig. 4 rysunku przedstawiono uktad filtru polaryzacji z detektorem autopolaryzacji diod, umieszczony
w przewodzie wewnetrznym rezonatoréw. Jest to filtr doinoprzepustowy tak zbudowany, by na czestotliwosci
pracy impedancja wejsciowa filtru, od strony wiacznie p6tprzewodnikowych DP, byta mata w poréwnaniu
z impedancja tych diod w pasmie mikrofalowym. Rezystory Rw wtaczone za pojemnosciami Cx stuza do lineari-
zacji charakterystyk diod dla pradu statego, zapewniajac w ten sposéb réwnomiernosé rozptywu pradu polaryzu-
jacego diody, zasilane z jednego Zrédta. W sekcji tej przyktadowo pokazano umieszczenie detektora autopolary-
zacji z diodg DS, zabezpieczong przed ewentualnymi przecigzeniami réwnolegle wtaczong dioda DP, np. dio-
da PIN zcienka baza. Rezystor Rs stuzy do ograniczania wartosci pradu wyprostowanego przez diode DS,
natomiast rezystor Rr poprawia sprawnos$¢ detekcji matych sygnat6w. Miejsce wtaczenia diody DS powinno by¢
tak wybrane, by przy maksymalnej mocy padajacej na rezystor filtru nie nastapito przeciazenie diody. W pozosta-
tej czesci filtru znajduje sie sekcja typu 8 z réwnolegtymi pojemnosciami Ck i Cx, potaczonymi dtawikiem D.
Pojemnosci Cy tego filtru od strony przytacznika do diod DP s zaopatrzone w mechaniczne uktady, umoliwia-
jace kontakt mikrofalowy z tymi diodami, ktdre sq osadzone w miedzianym korpusie O. W bliskim sasiedZtwie
potaczenia korpusu O oprawy diod rezonatora wejsciowego dotacza si¢ odpowiednia chtodnice, rozpraszajaca
ciepto wydzielajgce sie w diodach.

Zastrze?enia patentowe

1. Mikrofalowy ttumik duzych mocy impulsowych, zwtaszcza do przetacznikéw nadawanie-odbi6r, zbudo-
wany z odcinka falowodu sprzegnietego z filtrem pasmowym, w ktérego rezonatory s3 wiaczone diody p6tprze-
wodnikowe, wyposazony w filtr polaryzacji, znamienny tym, 2e pierwszy rezonator filtru pasmowego
jest wbudowany w miejscu potaczenia falowodu wejsciowego z falowodem nadkrytycznym, bedgcym jednoczes$-
nie ptaszczem zewnetrznym rezonatordw filtru pasmowego sprzegnietych ze soba, i ze filtr polaryzacji diod
poétprzewodnikowych posiada uktad szeregowego detektora autopolaryzacji. '

2. Mikrofalowy ttumik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze wstrukture filtru polaryzacji s3
wtaczone rezystory wyréwnawcze (Rw) miedzy konstrukcyjne pojemnosci (Cyx), pomiedzy ktérymi jest umiesz-
czony uktad szeregowego detektora autopolaryzacji.
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